SERVIGO PUBLICO FEDERAL
MEC / SETEC

®
INSTITUTO FEDERAL DE l
EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA =
Departamento de Selecao

CAMPUS PELOTAS — PELOTAS
INSTRUCOES GERAIS

1 - Este caderno de prova é constituido por 40 (quarent  a) questdes objetivas.
2 - A prova tera duracdo méaxima de 04 (quatro) horas.

3 - Para cada questdo sdo apresentadas 04 (quatro) alternativas (a — b — ¢ — d). APENAS UMA delas
constitui a resposta CORRETA.

4 - Ap6s conferir os dados contidos no campo “ldentificacdo do Candidato” no Cartdo de Resposta,

assine no espaco indicado.

5 - As alternativas assinaladas deverdo ser transcritas para o Cartdo de Resposta, que é 0 Unico

documento vélido para corregao eletronica.

6 - Marque o Cartdo de Resposta conforme o exemplo abaixo, com caneta esferografica azul ou preta,

ON JORO

7 - Em hipétese alguma havera substituicdo do Cartao de Resposta.

de ponta grossa:

8 - N&o deixe nenhuma questéo sem resposta.

9 - O preenchimento do Cartdo de Resposta deverd ser feito dentro do tempo previsto para esta prova,

ou seja, 04 (quatro) horas.
10 - Serdo anuladas as questfes que tiverem mais de uma alternativa marcada, emendas e/ou rasuras.
11 - O candidato s6 podera retirar-se da sala de prova apos transcorrida 01 (uma) hora do seu inicio.

12 - E permitido o uso de calculadora cientifica ndo programavel.
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01. Na analise de circuitos com diodos é correto afirmar que:

I. O principio da superposicdo nem sempre é valido.
II. Uma analise classica pode ser efetuada linearizando por partes a caracteristica VxI do
diodo.
III. O método da reta de carga CC permite a aplicacdo do equivalente “Thevenin” na parte
nao linear do circuito.

Estao corretas as afirmativas

a) I ell apenas.
b) I e IIl apenas.
c) II e IIl apenas.

d) I, II e III.
02. Os diodos Zener da Figura 1, quando m O
diretamente polarizados, apresentam uma 10kQ +

queda de tensao de 0,6 volts. A tensdo de
Zener de Z1 é 6,2 volts e de Z2 é 5,1 volts.

a4

Os valores de Vo para Vi = 5,1 volts e para Vi = <+> Vi
i o]

6,2 volts sdo, respectivamente,

a) 5,1 volts e 6,2 volts.
b) 5,1 volts e 5,7 volts. 7T 79
c) 5,7 volts e 5,1 volts.
d) 5,7 volts e 6,9 volts. =

o
Figura 1

03. Um LED (diodo emissor de luz) tem corrente nominal de 10 mA com 3 volts de queda de
tensdo nessa corrente. Pode-se liga-lo diretamente em uma rede elétrica de 220 volts RMS
através de um circuito série formado por um resistor de

a) 33 kQ - 1 W conectado ao anodo de um diodo retificador com tensao reversa elevada por
sua vez conectado ao anodo do LED.

b) 33 kQ - 5 W conectado ao anodo de um diodo retificador com tensao reversa elevada por
sua vez conectado ao anodo do LED.

c) 33 kQ -1 W conectado ao catodo de um diodo retificador com tensao reversa elevada por
sua vez conectado ao anodo do LED.

d) 33 kQ - 5 W conectado ao catodo de um diodo retificador com tensdo reversa elevada por
sua vez conectado ao anodo do LED.

04. No circuito da Figura 02 o transistor Q1
tem B=40 e Vg = 0,6 volts. Deseja-se
uma fonte de alimentagcdo capaz de
fornecer para a carga uma corrente 220
entre 0 e 5 ampéres e uma tensao de 5

volts. ay/ <+> Q1 i

Qual dos diodos Zener seria 0 mais \

adequado para a realizagao do circuito? ‘ZT Z1

a) Modelo 1N746 - 5,1 volts; 0,4 watts.
b) Modelo 1N4733 - 5,1 volts; 1 watt.

c) Modelo 1N4734 - 5,6 volts; 0,4 watts.
d) Modelo 1N4734 - 5,6 volts; 1 watt.

Fiqura 2
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05. Um transistor bipolar de juncdo foi levado a operar na regiao de saturagdo forte. Nesse
caso, o dispositivo apresenta uma tensao coletor-emissor de aproximadamente

a) 0,2 volts e um B acima do valor na regiao ativa.
b) 0,6 volts e um B acima do valor na regido ativa.
c) 0,2 volts e um B abaixo do valor na regiao ativa.
d) 0,6 volts e um B abaixo do valor na regiao ativa.

Observe a figura 3 e responda as questdes 6 e 7.

+\eeo
R1 Rc
Vo
Vio ’_’
Rin Rout
R2 RE

Figura 3

06. No circuito da figura 3, o valor da impedéancia de saida “Rout” €, aproximadamente,

a) o«

b) Rc

c) (B+1)Re

d) R1//R2//Re

07. Desprezando o efeito “Early”, a impedancia de entrada do circuito da figura 3 §&,
aproximadamente,

a) Rc// (B+1) (re + Rg)

b) R1//R2// Re

c) R1//R2// (B+1) (re + Rg)
d) R1//R2//Rc

08. Necessita-se polarizar um transistor bipolar de juncao NPN na regido ativa direta. Para tal
deve-se observar:

I. Que o coletor seja mais positivo que o emissor.
II. Que a jungdo base-coletor esteja inversamente polarizada.
ITI. Que a jungcao base-emissor esteja diretamente polarizada.

Estdo corretas as observacoes

a) I ell apenas.
b) I e III apenas.
c) II e IIl apenas.
d) I, II e III.
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+12V
09. O circuito da Figura 4, é

a) um espelho de corrente onde o valor de I, é determinado pelo R2
valor da corrente no resistor R1.
b) uma fonte de corrente onde o valor de I, é determinado apenas
pelo valor do resistor R2. oo
c) uma fonte de corrente onde o valor de I, é determinado pelo valor I
do resistor R2 e da fonte de alimentacao. \
d) um espelho de corrente onde o valor de I, é determinado pelo R1
divisor de tensdao formado por R1 e R2. RL

Figura 4

10. Um circuito seguidor de emissor apresenta para o sinal uma resisténcia de entrada

a) alta e é ndo unilateral.
b) baixa e é ndo unilateral.
c) elevada e é unilateral.
d) baixa e é unilateral.

11. No circuito emissor comum, a resisténcia de degeneracao de emissor

a) aumenta a resisténcia de entrada na base, diminui a dependéncia do circuito com a variagdo
de B e diminui o ganho de tensao total do circuito.

b) aumenta a resisténcia de entrada na base, diminui a dependéncia do circuito com a variagao
de B e aumenta o ganho de tensdo total do circuito.

c) diminui a resisténcia de entrada na base, aumenta a dependéncia do circuito com a variagdo
de B e diminui 0 ganho de tensdo total do circuito.

d) diminui a resisténcia de entrada na base, diminui a dependéncia do circuito com a variagdo
de B e diminui o ganho de tensao total do circuito.

12. Um MOSFET tipo enriquecimento apresenta um canal induzido através da aplicacdo de uma
tensao entre a porta e a fonte maior que a tensao de limiar.

Um aumento gradual da tensdo entre o dreno e a fonte ird levar a um comportamento inicial
analogo a um

a) diodo seguido de um estreitamento do canal que reduzira a proporcao do aumento da
corrente e finalmente estrangulando o canal, onde nao mais havera aumento da corrente.
b) resistor seguido de um estreitamento do canal que reduzira a proporgdo do aumento da
corrente e finalmente estrangulando o canal, onde o aumento da corrente sera exponencial.
c) resistor seguido de um estreitamento do canal que reduzira a propor¢cao do aumento da
corrente e finalmente estrangulando o canal, onde ndo mais havera aumento da corrente.
d) diodo seguido de um estreitamento do canal que impedird o aumento da corrente e
finalmente estrangulando o canal, onde o aumento da corrente sera exponencial.
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13. Diz-se que um MOSFET, tipo enriquecimento, esta em saturacdo quando

I. esta na regido de triodo.
II. pode operar como amplificador.
III. a corrente de dreno é independente da tensdo dreno-fonte.

Estdo corretas as afirmativas

a) I ell apenas.
b) I e IIl apenas.
c) II e IIl apenas.
d) I, II e III.

14. Tomam-se dois transistores de capacidade de corrente e tensao equivalentes, um deles
bipolar de juncdo e outro de metal 6xido semicondutor, empregados como amplificadores.

O transistor de jungdo bipolar apresenta

a) ganho de tensao muito maior por estagio de amplificagdo e desempenho superior em altas
frequéncias.

b) ganho de tensdo muito menor por estagio de amplificagdo e desempenho superior em altas
frequéncias.

c) ganho de tensdo muito maior por estagio de amplificagdo e desempenho inferior em altas
frequéncias.

d) ganho de tensdo muito menor por estagio de amplificacdo e desempenho inferior em altas
frequéncias.

15. Um determinado transistor de efeito de campo de juncdo (JFET), canal n, tem a sua porta
ligada na fonte.

Quando o dreno for alimentado com uma tensdo mais positiva que a fonte circulara uma
corrente conhecida por

a) IGSS.
b) IGBT.
c) IDSAT.
d) IDSS.

16. S3o vantagens dos amplificadores diferenciais:

I. Alto ganho de modo comum.
II. Baixa sensibilidade ao ruido.
III1. Dispensa dos capacitores de acoplamento e de passagem.

Estdo corretas as vantagens:

a) I ell apenas.
b) I e III apenas.
c) II e IIl apenas.
d) I, II e III.
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Observe a figura 5 e responda as questdes 17 e 18.

+Vee

Wi o Q2
Vo

Re

Figura 5

17. A configuragdo do circuito representado na Figura 5 é conhecida por

a) par complementar.
b) “push-pull”.
c) superbeta.
d) Darlington.

18. Um possivel defeito do circuito representado na Figura 05 é

a) a dependéncia de B com a corrente de polarizacdo pode fazer Q1 operar com um B muito
baixo.

b) a impedancia de entrada muito baixa do circuito pode leva-lo a uma condicdo instavel e o
mesmo pode oscilar.

c) o circuito ndo é aplicavel para etapas de poténcia devido ao ganho de tensao muito elevado.

d) pequenas diferencas entre os B dos transistores elevam sobremaneira a variacao do ganho
com a variagdo da temperatura.

19. Sobre o amplificador Classe “A”, afirmam-se:

I. Possui comportamento altamente linear.
II. Sua eficiéncia ndo é maior que 25%.
III. Raramente é utilizado acima de 1 W.

Estao corretas as afirmativas

a) I ell apenas.
b) I e III apenas.
c) II e IIl apenas.
d) I, II e III.

20. Os quatro tipos possiveis de amplificador sdo

a) de sinal, de poténcia, sintonizado e chaveado.

b) de tensdo, de corrente, de transresisténcia e de transcondutancia.
c) digital, analdgico, discreto e integrado.

d) DC, AC, BF e RF.

21. Como sdo classificados os sistemas que mantém uma variavel em um determinado valor
sem corrigir erros ou desvios de saida?

a) De malha aberta.
b) De malha fechada.
c) Compensado.
d) Proporcional.
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22. Uma definigdo de sensibilidade para um equipamento de instrumentacado é a

a) tolerancia de medicdo ou de transmissdo do instrumento.

b) razdo da variacdo na saida pela variacdo da entrada depois de o regime permanente ser
alcangado.

c) diferenca algébrica entre os valores superior e inferior da faixa de medida do instrumento.

d) capacidade de reproducgdo da indicagdao ou transmissdo ao se medir.

23. O grau de concordancia entre o resultado de uma medicdo e um valor verdadeiro do
mensurado é a definigdo de

a) precisao.
b) exatidao.
c) incerteza.
d) tolerancia.

24. Um sensor de temperatura tem uma resposta de 2 mV/°C. Um amplificador de ganho 50 é
entdo montado e um ruido de 10 mV pode ser medido na saida.
Qual o valor da SNR?

a) -13,98 dB.
b) 20 dB.
c) 10 dB.
d) -10 dB.

25. S3do consideradas caracteristicas de calibragdo estatica

a) Tempo de Acomodacao, sensibilidade, amortecimento, histerese e repetibilidade.

b) Tempo de Acomodagao, conformidade, histerese, amortecimento e resposta em frequéncia.
c) Offset, span, precisdao, exatiddao e amortecimento.

d) Offset, sensibilidade, conformidade, histerese e repetibilidade.

26. O grafico da figura 6 é uma representagao de Said A
a) histerese. alda <+

b) deriva. / /
Cc) zona morta.
d) faixa de operacao. //‘

—

>
Entrada
Figura 6
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27. Para o amplificador em ponte da figura 07,
fazendo Rl = R3 = R e R4 = R + AR e
considerando os amplificadores ideais, sendo o de
saida um amplificador diferencial com ganho
representado por “A”, a equagdo para a tensdo Vo é

__Vref AR/R
a) Vo= 7 X A(1+AR/2R)
__Vref 2R
b) Vo= 4 (1+AR/2R)

c) Voz%RxAeref

d) VozngRxA

28. O circuito da figura 8 representa um circuito pratico para
medicdo da tensdo de saida de células de carga de 6 fios.

Os fios denominados SE+ e SE- tém a funcdo de

a) descontar a queda de tensdo nos fios de excitagdo da célula.

b) medir a tensdo de saida da célula.

c) compensar a queda de tensdo nos fios de medicao da célula.

d) compensar a influéncia da temperatura.

Figura 7

Ex+

SIG+

Figura 8

1 1
29. O valor do pardmetro B de um dado termistor NTC, cuja equacdo geral é R; = R’ 10 e

que tem 2,2 kQ a 25 °C e 892 Q a 60 °C vale

a) 2562 K.
b) 3220 K.
c) 3824 K.
d) 2224 K.

30. Um dado RTD de niquel de 100 Q tem um a=0,00385 Q/ Q/K a 0 °C.

A sensibilidade deste sensor e seu coeficiente de temperatura para 50 °C valem

a) S=4,25Q/K e
b) S=2,09 Q/K e
c) S=1,09 Q/K e
d) S=3,85Q/K e

as0=4,05x107% Q/Q/K
as0=2,82x107 Q/Q/K
as0=1,82x107 Q/Q/K
@s50=3,23x107 Q/Q/K

Area 21 - Engenharia
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31.UmRTD tem 100 Qe § =5 % quando imerso no ar.

A corrente maxima, permitida através do sensor, para manter o erro de autoaquecimento
abaixo de 0,1 °C é

a) 3,00 mA.
b) 2,24 mA.
c) 4,25 mA.
d) 5,17 mA.

32. Para um voltimetro com indice de classe de exatidao igual a 1,5, a incerteza deste na
escala de 200 V sera

a) 4,5 V.
b) 3,5V
c) 3,0V.
d) 2,5 V.

33. Para o voltimetro analdgico da figura 9, determine
as resisténcias internas, sabendo que a corrente de
fundo de escala de deflexdao do galvan6metro é de

R1
R2

ire= 1 MA e sua resisténcia interna € Ri= 10 Q. As * /\/\é\/ .
R

escalas de tensdes desejadas sdao: 200 mV, 2V, 20 V

e 200V & .
a) R1=190 Q, R2=1800 Q, R3=18 kQ, R4=180 kQ. R4

b) R1=200 Q, R2=2000 Q, R3=20 kQ, R4=200 kQ. . A VAYAY

c) R1=190 kQ, R2=18 kQ, R3=1800 Q, R4=180 Q.
Ri? G
(J—= ¢

d) R1=200 kQ, R2=20 kQ, R3=2000 @, R4=200 Q.
Figura 9

-

34. Considere trés voltimetros, iguais ao da figura 10, com as seguintes sensibilidades:

Q Q Q
$1 =100, S, = 10007, S5 = 20000~ FORR— R — 10 kQ

H Vokimetro

Os valores de tensdo indicados pelos trés sdo,
respectivamente,

a) V1=400 V; V2=490 V; V3=499,5 V. _
b) V1=499 V; V2=480 V; V3=480,5 V. : R
) V1=450V; V2=480 V; V3=470,5 V.
d) V1=410V; V2=420 V; V3=480,5 V.

Figura 10
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35. Considere o circuito retificador de onda completa mostrado da Figura 11.

10 kQ 10 kQ

MA—+—VW

Figura 11

O valor do resistor que faz o circuito ter um ganho unitario na sua saida é

a) Rx=1 kQ.
b) Rx= 2 kQ.
c) Rx= 3 kQ.
d) Rx= 5 kQ.

Para responder as questdes 36, 37 e 38, leia os seguintes dados:

De uma curva que relaciona corrente e tensdo de ruido de um amplificador operacional,
. . 4 ,
retiramos os seguintes dados: Vi1 kuz) = 9,5 J% € I kuz = 0,68 =, quando este esta conectado

a um gerador com impedéancia de 2 kQ.

ﬁ
iz
36. Sabendo que a constante de Boltzmann é igual a 1,38x107%3 J/K.

Qual o valor do ruido térmico para T=25 °C ?

nv
a) Vp = 2,87 N7

nv
b) Vr = 1,66 —

nv
€) Vr= 11,16

- w
d) Vr = 4,06 =
37.0 ruido equivalente total na entrada do amplificador operacional operando entre 1 kHz e 10 kHz

éigual a

a) VTN = 272,3 nVRMS
b) Vin = 1,1 uVrus
C) VTN = 157,5 nVRMS
d) Viy = 0,1 uVrwms

38. Na entrada do amplificador operacional, supondo que o sinal do gerador é de 8 mV.

A relacdo sinal ruido é de

a) 71 dB.
b) 79,25 dB.
c) 77,23 dB.
d) 80 dB.
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39. O ruido Shot noise é

a) gerado por elétrons atravessando uma barreira de potencial, causando uma flutuacdo na
corrente elétrica.

b) causado pela agitacdo térmica dos elétrons em uma resisténcia.

c) causado por defeitos de manufatura da juncdo (tal como uma impureza) de componentes
semicondutores.

d) gerado por dispositivos eletronicos que sao utilizados para filtrar e amplificar sinais.

40. O circuito representado na figura 12 é uma implementacdao de um filtro

a) passa-altas Butterworth.
b) rejeita-faixa MFB.

Cc) passa-faixa Biquad.

d) passa-baixas Sallen-key.

Figura 12
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